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1.はじめに 

これまで MOCVD では GaN の n 型ドープには Si 用いられてきた。しかし、我々はテトラエチ

ルゲルマニュウム（TEGe）を使用して、Ge 源を用い、10
20

cm
-3を越える電子密度を達成した 1,2)。

新たに AlGaN についても応用し、Ge をドーピングした AlGaN の作製を行った。その中で TEGe

と AlGaN の関係を新しく発見できたので、その結果について報告する。 

2.実験 

 MOCVD を用い、トリメチルガリウム(TMGa)、トリエチルアルミニウム(TMAl)、NH3、Ge 源

にはテトラエチルゲルマニュウム（TEGe）を使用した。この Ge源の融点は-2 ℃であるが、この

実験では-10℃を使用した。-10℃では蒸気圧がはかられていないが、-2℃以上の温度から外装して

求め、蒸気圧=1.5 (mmHg)とした。Geドープ GaNで電子密度 10
20

cm
-3を達成した条件で、Al組成

17%、23%となるように TMAを流し AlGaN を成長した。まず最初、0.4 μmのアンドープ GaN を

成長して、2μm 厚の Ge-ドープ AlGaN を成長した。評価方法として、成長後、In を、間隔約 5 

mm で４つ付け、van der Pauw 法によりホール測定を行った。また Al の組成度を知るために、

SEM-EDSによる元素分析を行った。 

3.結果と考察 

図 1 に Al の組成度と電子密度の関係性を示す。Al 組成 17%成長させた AlGaN が Ge ドープす

ると 2.3%、Al 組成 23%成長させた AlGaN が Geドープすると 4.3%になった。1000℃以上の高温

域で TMA が二量体であるので、TEGe と TMA が反応し、Al が GaN に入らなかったというのが

原因だと考えている。今後はこの原因を解明していく。 
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 図 1 Alの組成比と電子密度の関係性 
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